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インバータ損失比較（標準的な使用例） パッケージ比較

インバータ連続運転時（定格 650V 150A、標準的な使用例）
ワーニング出力機能

温度ワーニング動作時（Tvj =150℃以上） チップ過熱保護動作時（Tvj =175℃以上）

Vシリーズ 600V 150A：P630 Xシリーズ 650V 150A：P638

2. 小型化

3. 高温動作化

1. 低損失

4. 高機能化

製品系列（計画）650V/1200V
Package

P639

P629

P626

P644*

P636*

P638*

P630*

P631*

Size
(mm) 10A 25A 35A 50A 75A 300A 450A100A 150A 225A

20A 30A 250A 400A200A

36.0 x 70.0 

49.5 x 70.0

50.2 x 87.0

50.2 x 87.0

55.0 x 90.0

55.0 x 90.0

84.0 x 128.5

110.0 x 142.0
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650V

650V

650V

1200V

650V
1200V

1200V

650V
1200V

650V
1200V

650V
1200V

650V
1200V

第７世代 IGBT 技術（表面構造の微細化、縦構造の最適化）と、
ゲート制御回路技術（ターンオン駆動能力切替機能）によって
従来の V シリーズ IPM に対して約 11％の発生損失低減を実現
しました。（定格 1200V 75A、fc=10kHz 比較）

新たに３つのパッケージ「P639」、「P644」、「P638」をラインアッ
プに加え、 電流定格に応じた８つのパッケージを展開。
「P638」は、従来の同一電流容量パッケージ「P630」に対して、
床面積を 54%小型化しました。

連続動作時の IGBT チップ接合温度 Tvjop を V シリーズの 125℃
から 150℃へ拡大しました。 また、発生損失の低減により、V
シリーズ IPMに対して約 31%の出力電流増加が可能です。

従来のチップ過熱保護機能に加え、温度ワーニング出力機能を
追加しました。これによりチップ過熱による動作停止の前に、
装置側へ温度異常の通知が出来るようになりました。装置側で
温度ワーニング信号をモニターすることにより、突然の装置停
止の対策が可能です。

* 開発中
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Vシリーズ

Vシリーズ Xシリーズ

Xシリーズ Vシリーズ Xシリーズ
fc=5 kHz fc=10 kHz

Prr

Pf

Pon

Poff

Psat

:  逆回復損失

:  FWD定常損失

:  ターンオン損失

:  ターンオフ損失

:  IGBT 定常損失

54%
小型化

35.9

55.4
49.1

11.4%低減

31.5

12.3%低減

50.0
65.7

アラーム出力電圧：10V / divアラーム出力電圧：10V / div

温度ワーニング出力電圧
：10V / div

出力 ： 100A / div
時間軸 10ms / div 時間軸 10ms / div

8ms

出力 ： 100A / div

温度ワーニング出力電圧
：10V / div

チップ過熱保護出力

出力を停止出力を継続

温度ワーニング出力

31%アップ

84mm × 128.5mm 55mm × 90mm


